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はじめに 

通信トラフィックの増大に伴いネットワー

ク全体の消費電力増加が大きな問題となって

おり、光スイッチの消費電力の低減が求められ

ている。光スイッチの多くは、経路切り替え時

だけでなく、経路状態の維持にも電力を消費し

続ける。そこで、消費電力の低減と小型化を目

的とし、薄膜磁石の残留磁化を利用した自己保

持機能を持つ導波路型磁気光学スイッチを製

作した。電流によって磁化方向を切り替えた後

の波長特性を測定することで、透過率の変化を

確認し、スイッチ状態の自己保持動作を実証し

たのでご報告する。 

デバイス構造 

自己保持型磁気光学スイッチの構造を Fig. 1

に示す。SGGG基板に結晶成長した磁気光学薄

膜 Ce:YIG上に、アモルファスシリコン導波路

(幅 600 nm×高さ 240 nm)を用いてマッハツェ

ンダー干渉計を形成する。アームの上には、薄

膜磁石を堆積し、磁石の残留磁化による磁気光

学移相効果によって Cross/Barポートの光スイ

ッチ機能を実現する。薄膜磁石の上部に Agの

電極を設け、電流による発生磁界を印加して磁

化方向を切り替える。本デバイスは、スイッチ

状態の維持に電力を必要としないため、自己保

持が可能であり、切り替え頻度の少ないシステ

ムでは大幅な消費電力の低減が期待される。 

本デバイスで用いる薄膜磁石に求められる

特性は、残留磁化が大きいこと、磁化反転に必

要な外部磁界が小さいこと、磁気異方性が大き

いこと、薄膜堆積が可能であることが挙げられ

る。これらの条件を満たす磁気記録材料として、

FeCoBを採用した[1]。また、磁石の磁化が光の

伝搬方向に対して垂直に配向しやすいように

磁石の形状を設計した。 

 

測定結果 

製作したデバイスに TM偏光を入射し、電極

に約 1秒間，電流を流して発生する磁界で磁石

を磁化した後、電流を止め、波長特性を測定し

た。200mAの電流を流した後の Crossポートに

おける測定結果を Fig.2 に示す。2 つの線は方

向の異なる電流を流した場合の結果である。電

流の向きに応じた磁化反転により光透過率の

変化が観測され、薄膜磁石の残留磁化による自

己保持動作が確認された。消光比は波長 1566 

nmにおいて最大で 15.4 dBが得られた。 
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Fig. 1. Schematic of self-holding magneto-

optical switch. 

Fig. 2. Wavelength characteristic of self-holding 

magneto-optical switch. 
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